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第 1] 章 文档 概要 


1.1 SC7731E 平台 关键 物料 类 型 说 明 


在 SC7731E 平台 上 ， 所 选择 的 物料 根据 其 用 途 以 及 平台 相关 性 ， 可 以 分 为 以 下 几 类 : 


X Level0: 


X Levell: 


X  Level2: 


X  Level3: 


Critical, 
必须 遵照 展讯 的 选 型 及 设计 。 


Important。 

必须 由 展讯 验证 OK 之 后 提供 QVL , 客户 根据 QVL 清 单 进行 选 型 。 客 户 可 以 提 
供 备 选 物料 供 展讯 验证 。 

Normal, 

展讯 可 以 提供 验证 服务 ; 也 可 以 由 客户 自行 验证 ， 展讯 提供 技术 支持 。 

Option, 


客户 可 以 根据 展讯 平台 特性 进行 自由 选择 并 验证 。 


1.2 SC7731E 平台 关键 物料 类 型 清单 


按照 功能 划分 ，SC7731E 平台 上 一 般 需要 使 用 到 的 物料 类 型 如 下 list 汇总 : 


ltem 物料 分 类 验证 等 级 

1 Crystal: 26MHz TSX/TCXO Level 1: Important 
2 Duplexer/Diplexer Level 1: Important 
3 EOS on VBAT Level 1: Important 
4 EOS on VCHG Level 1: Important 
5 ESD on high speed signal Level 1: Important 
6 LNA Level 1: Important 
7 PA in cellular Level 1: Important 
8 PA*switch in WIFI/BT Level 1: Important 
9 RAM: LPDDR3 Level 1: Important 
10 ROM: eMMC Level 1: Important 
11 RTC Crystal Level 1: Important 
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12 switch charger Level 1: Important 
13 3825 FR EH (0.020/0.0680) Level 1: Important 
14 
15 

Earphone jack Level 3: Option 


ESD on low speed signal 


Level 3: Option 


ESD on Touch Panel 


Level 3: Option 


NTC Level.3: Option 
Receiver Level 3: Option 
Speaker Level 3: Option 
Vibrator Level 3: Option 
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第 2 草 BB 关键 指标 说 明 


2.1 Power 器 件 


2.1.1 Switch Charger 选 型 指导 


SC7731E 平台 支持 内 置 的 线性 充电 方案 ， 需 要 外 置 的 功率 PNP 管控 制 充 电 的 开关 和 充电 电流 


大 小 ，NMOS 作为 开关 实现 充电 回路 的 通 断 。 


PNP 


平台 推荐 的 PNP 封装 类 型 主要 有 三 种 分 别 为 SOT89-3 SOT23-6. DFN3x2-8L : 


Manufactory Part Number Key parameters 
Willsemi WPT2E33-3/TR PNP;3A;1.5W;SOT-89-3L 
NXP PBSS5320X PNP;3A;1.4W;SC62 

SIG SBT5855CT1G PNP;3A;1W;SOT89 
Prisemi PPT89T30V5AE2M PNP;5A;3W;SOT89 
AWINIC AW3110STR PNP;3A;3W;SOT89 
JCST B772 PNP;5A;0.5W;SOT89 
Prisemi PT236T30E2 PNP;3A;1.2W;SOT-23-6L 
JCST CJL818C PNP;2A;1W;SOT-23-6L 
LRC LMBT35200MT1G PNP;3A;1.2W;TSOP-6L 
Willsemi WPT2F42-6/TR PNP;3A;2W;SOT23-6L 
SIG SBT5853PT1G PNP;2A;1W;TSOP-6 
Willsemi WPT2N41-8/TR PNP;3A;3W;PDFNS3x2-8L 
长 电 科 技 CJZ253PL PNP;3A;3W;DFN3x2-8L 
AWINIC AW3110DNR PNP;3A;3W;DFN3x2-8L 


PNP 选 型 指标 主要 关注 如 下 几 项 : 


参数 项 具体 要 求 Remark 

集 电极 发 射 极 最 大 允许 电压 VCEO > -30V 

集 电极 基 极 最 大 允许 电压 VCBO >-30V 

发 射 极 基 极 最 大 允许 电压 VEBO >-6V 

集 电极 电流 IC >2A 1*1 inch pad 
耗 散 功率 PD >3W 1*1 inch pad 
E $$ VBUS EOS(X: TVS) >80V 
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NMOS 


目前 平台 推荐 的 NMOS 有 : 


Manufactory Part Number Key parameters 

Prisemi PNM523T201E0 N-FET; 0.5ohm; 0.3A; 0.14W; SOT523 

Willsemi WNMA4153-3/TR N-FET; 0.32o0hm; 0.88A; 0.37W; SOT523 

ONSEMI NTA4153NT1G N-FET; 0.2420hm; 0.915A; 0.3W; SC75A 
N-FET; 0.57ohm; 0.915A; 0.15W; 

JCST CJ4153 
SOT523 

NMOS 选 型 指标 主要 关注 如 下 几 项 : 

参数 项 具体 要 求 Remark 

漏 源 击 穿 电压 VDS >20V 

漏 源 导 通 阻抗 RDS <1ohm VGS>0.9V 

栅 源 导 通 电压 VGS (th) <1.1V 

最 大 DS 电流 Id >0.3A 

耗 散 功 率 PD >0.14W 


2.1.2 精密 电阻 选 型 指导 


High precision resistors 68mohm 选 型 指标 主要 关注 如 下 几 项 : 


参数 项 具体 要 求 Remark 
电阻 精度 +/-1% 
功率 >0.3W 1.4A charge current 
需 满足 充电 电流 功率 要 求 
温 漂 系数 TCR 参考 下 面 表格 对 精密 电阻 的 精度 影响 重大 


客户 可 根据 对 充电 电流 精度 要 求 选择 不 同 精度 要 求 的 电阻 ， 若 对 充电 电流 的 精度 要 求 很 高 


( +/-33% 以 内 ), 就 选用 TCR 值 较 小 的 ( < */-250ppm/'C ) 精密 电阻 ， 关 选用 TCR 值 较 大 的 


( +/-1000ppm/*C 准 格 便宜 电阻 精度 偏差 大 充电 电流 的 精度 也 会 偏差 大 偏差 可 超出 10906) 。 


目前 平台 推荐 的 精度 高 的 68mohm 有 : 


Manufactory Part Number Key parameters 

YAGEO PE0805FRE470R068Z 0.068ohm ;+1/-%;1/2W;0805;+/-50ppm 
RHOM UCR10EVHFSRO068 0.068ohm;4/-196;0.33W ;0805;--/-5O0ppm 
YAGEO PE0805FRM470R068Z 0.068ohm;4/-196;1/2W;0805;-/-75ppm 
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目前 平台 推荐 的 精度 低 的 68mohm 有 : 


Manufactory Part Number Key parameters 

YAGEO RL0805FR-070R068L 0.068ohm;196;1/8W;0805; = 1000ppm/'C 
YAGEO RL0805FR-7WORO068L 0.068ohm;196;1/4W;0805; = 1000ppm/'C 
Walsin WW^OSXRO68FTL 0.068ohm;196;1/8W;0805; = 1000ppm/'C 
SART SK08GDFRO68T 0.068ohm;196;1/4W;0805; = 1000ppm/'C 


High precision resistors 2Z0mohm 选 型 指标 主要 关注 如 下 几 项 : 


参数 项 具体 要 求 Remark 
电阻 精度 4-196 
功率 >0.3W 
温 深 系 数 TCR 参考 下 面 表格 对 精密 电阻 的 精度 影响 重大 


20mohm 用 于 FGU 电流 统计 ， 它 的 精度 影响 电量 显示 ,客户 可 根据 不 同 要求 选 


X 


不 同 精度 要 


+ 


求 的 电阻 , 若 对 电量 显示 偏差 要 求 很 高 ( +/-5% 以 内 ) ,就 选用 TCR 值 较 小 的 ( < */-250ppm/'C ) 


精密 电阻 ， 若 选用 TCR 值 较 大 的 ( +/-1000pPpm/C ) 价格 便宜 ， 电 阻 精度 偏差 大 ， 电 量 显示 会 


偏差 大 ( 偏差 可 超出 10% ) 


目前 平台 推荐 的 精度 高 的 20mohm 有 : 


Manufactory Part Number Key parameters 

YAGEO PE0805FRE470R02Z 0.020hm;+/-1%;1/2W;0805;+/-50ppm 
RHOM UCR10EVHFSR020 0.020hm;+/-1%;0.33W;0805;+/-250ppm 
SART SMF08MAFR020TZX 0.020hm;+/-1%;1/2W;0805;+/-50ppm 
uniroyal MS05W2F200MT5E 0.020hm;+/-1%;1/2W;0805;+/-100ppm/°C 


目前 平台 推荐 的 精度 低 的 20mohm 有 : 


Manufactory Part Number Key parameters 
YAGEO RL0805FR-070R02L 0.020hm;196;1/8W;0805; 3- 1500ppm/'C 
Walsin WW^OSXRO2OFTL 0.020hm;196;1/8W;0805; 3- 1500ppm/'C 


目前 平台 推荐 的 68mohm 有 : 


Manufactory Part Number 


Key parameters 


YAGEO PEO805FRE470R068Z 


0.068ohm ;+1/-%;1/2W;0805;+/-50ppm 
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High precision resistors 68mohm 选 型 指标 主要 关注 如 下 几 项 : 


参数 项 具体 要 求 Remark 

电阻 精度 +/-1% 

功率 >0.3W 满足 1.4A 恒 流 充电 所 需 
温 漂 系 数 TCR < +/-250ppm/°C 


2.1.3 Back Light Boost 器 件 选 型 指导 


SC7731E 平台 背光 器 件 选 型 指标 主要 关注 如 下 几 项 : 


参数 项 具体 要 求 Remark 
效率 背光 最 亮 时 ， 效 率 80% 以 上 

占 空 比 调 制 精度 小 于 3% 

OVP 电压 36-40V 

VIN pin shutdown current 小 于 1uA 


2.1.4 电池 选 型 指导 


参数 项 具体 要 求 Remark 
1% 精度 的 NTC 电阻 ， 三 个 pin 的 电池 ， 
要 求 电池 不 在 位 时 ， 分 压 电 路 输 | NTC 在 电池 里 , 在 位 和 温度 检 
出 >1.2V， 电池 在 位 时 (低温 )< 1.2V，| 测 合用 
固定 电阻 ， 三 个 pin 的 电池 ， 

电池 NTC 电阻 要 求 电 池 不 在 位 时 ， 分 压 电 路 输出 电 | NTC 在 板子 上 ， 电 池上 只 有 在 
压 >1.2V， 电 池 在 位 时 < 1.2V 位 检测 
10 NTC 电阻 : 1% 精度 四 个 pin 的 电池 ， 
2) 在 位 电阻 : 固定 电阻 ， 要 求 电池 不 | NTC 在 电池 里 
在 位 时 ， 分 压 电路 输出 电压 >1.2V， 电 
池 在 位 时 <1.2V 

2.2 Audio 器 件 


2.2.1 耳机 连接 器 选 型 指导 


耳机 座 推荐 使 用 耳机 检测 常 开 的 ， 插 入 耳机 后 检查 脚 接 地 或 与 左右 声 道 接触 。 
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2.2.2 Micphone 选 型 指导 


目前 SC7731E 平台 Micphone 选 型 指标 主要 关注 如 下 几 项 : 


Ro [Remar 
es NN 
me | | 


Directivity Omnidirectional EE 


2.2.3 RCV 选 型 指导 


参数 项 具体 要 求 Remark 

SPL 119+/-3 

Power 30mW In free air 

Rated Impedance 30+/-15% @2Khz,980mVrms 
2.2.4 SPK 选 型 指导 


推荐 使 用 带 BOX 的 SPK , 最 好 是 方 方 正 正 的 ，F0 低 的 。 


2. 3 Memory 器 件 


2.3.1 DRAM 选 型 指导 


参数 项 具体 要 求 Remark 
DRAM type LPDDR 2/3 
CS No. 1，2 
Speed 533Mhz or above 
Density 512MB 
Bus Width 32bit 
Padané 162b eMCP2 
221b eMCP3 


[V SPREADTRUM 


2.3.2 Flash 选 型 指导 
参数 项 具体 要 求 Remark 
eMMC version 4.5 or above 
VCCQ 1.8V 
VCC 3.3V 
Icc(peak) «300mA 
162b eMCP2 
Package 
221b eMCP3 
2.4 Logic 器 件 
2.4.1 26MHz Crystal 选 型 指导 
SC7731E 平台 的 主 时 钟 方案 支持 TSX， 兼 容 TCXO。 
TSX 选 型 指标 主要 关注 如 下 几 项 : 
参数 项 具体 要 求 Remark 
频率 26MHz 
精度 +/- 10ppm 
负载 CL 7pF 
TCXO 选 型 指标 主要 关注 如 下 几 项 : 
参数 项 具体 要 求 Remark 
电压 1.8V 
频率 26MHz 
精度 +/- 0.5ppm 


2.4.2 32KHz Crystal 选 型 指导 


目前 SC7731E 平台 32K Crystal 选 型 指标 主要 关注 如 下 几 项 : 


Emm je | — — 
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最 大 激励 等 级 | Tuw | 


2.4.3 Accelerometer 选 型 指导 


参数 项 具体 要 求 Remark 
VDD(V) «-2.8 

ODR(Hz) 2-100 

Range(g) 2-24 

ADC bit 2-12 

Power consumption(mW) «4 

Standard deviation(m/s^2) «0.05 


2.4.4 Light and Proximity 选 型 指导 


参数 项 具体 要 求 Remark 
VDD <=2.8 
Accuracy(bit) >=1 

2.4.5 T 卡 选 型 指导 


不 推荐 使 用 热 插 拔 检 测 pin 当 插 上 卡 后 接 VDDSD 的 卡 槽 。 


2.4.6 SIM 卡 选 型 指导 
当选 用 SIM 卡 槽 +TF 卡 槽 共 卡 槽 (三 选 二 的 卡 槽 ) 时 ， 注 意 选用 SIM 卡 在 外 +T 卡 在 内 的 卡 槽 ， 


不 要 选 T 卡 在 外 +SIM 卡 在 内 的 卡 槽 ， 如 选用 这 种 ， 需 要 增加 MOS 管 电路 。 


2.5 Reliability 器 件 


2.5.1 EOS on VBAT 的 选 型 指导 


目前 SC7731E 平台 推荐 的 EOS on VBAT 器 件 为 : 


Manufactory Part Number Key parameters 


PRISEMI PZ3D5V1H Zener;5.1V;5uA;600mW;SOD-323 
EOS on VBAT 选 型 指标 主要 关注 如 下 几 项 : 
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参数 项 具体 要 求 Remark 
工作 电压 4.5~5.5V 

漏电 流 Ir<20uA 

EOS 性 能 Ipp»15A 

整 机 EOS 性 能 >70V 


2.5.2 EOS on VCHG 的 选 型 指导 


目前 SC7731E 平台 推荐 的 EOS on VCHG 器 件 为 : 


Manufactory 


Part Number 


Key parameters 


PRISEMI 


PTVSHC3D12VU 


TVS(Xchanels);12V;295pF;SOD-323 


EOS on VCHG 选 型 指标 主要 关注 如 下 几 项 : 


参数 项 具体 要 求 Remark 

工作 电压 7~12V 

漏电 流 IrziuA 

EOS 性 能 Ipp>50A 

整 机 EOS 性 能 >150V For switch charger 


2.5.3 ESD on high speed signal 的 选 型 指导 


目前 SC7731E 平台 推荐 的 ESD on high speed signal 器 件 为 : 


Manufactory 


Part Number 


Key parameters 


WILLSEMI 


ESD5302N-3/TR 


TVS(2chanels);5V;0.A4pF;DFN1006-3L 


ESD on high speed signal 选 型 指标 主要 关注 如 下 几 项 : 


参数 项 具体 要 求 Remark 

工作 电压 4.5~5V 

漏电 流 Ir<1uA 

ESD 接触 +/-8KV PASS 

信号 完整 性 眼 图 测试 PASS 对 比 光 板 无 明显 恶化 


2.5.4 ESD on low speed signal 选 型 指导 


ESD on low speed signal 选 型 指标 主要 关注 如 下 几 项 : 
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参数 项 具体 要 求 Remark 
工作 电压 4.5~5V 
漏电 流 Ir«1uA 
ESD 接触 +/-8KV PASS 
2.5.5 ESD on touch panel 选 型 指导 
ESD on touch panel 选 型 指标 主要 关注 如 下 几 项 : 
参数 项 具体 要 求 Remark 
工作 电压 4.5~5V 
漏电 流 Ir<1uA 
ESD 接触 +/-8KV PASS 
整 机 ESD 空气 +/-12KV， 接 触 +/-8KV 
2.6 Thermal 器 件 
Thermal 板 级 NTC 器 件 选 型 主要 关注 如 下 几 项 : 
参数 项 具体 要 求 Remark 
电阻 值 47K (0402) 
精度 1% 配套 使 用 的 电阻 阻 值 严格 按 
参考 设计 ， 精 度 1%。 
功率 1mW 
温度 检测 电压 Vout <1.2V 
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第 3 章 RF Parts 关键 指标 说 明 


3.1 Front end module 选 型 指导 


SC7731E 平台 的 FEM， 推 荐 使 用 展讯 STM7289。 


FEM 选 型 指标 主要 关注 如 下 几 项 : 


参数 项 具体 要 求 Remark 


GSM Power class - Class 4 GSM850/900 
- Class 1 DCS1800/PCS1900 
- Class 12 GPRS/EDGE multi-slot operation 


GMSK input power range -1dBm ~ 6dBm 

GMSK Output power LB: 234dBm 
HB: 三 31.2dBm 

Harmonics GSM: <-33dBm 


3.2 PA module 选 型 指导 


7731E 平台 的 PA Module， 推 荐 使 用 展讯 SPM6569-12, PA Module 选 型 指标 主要 关注 如 下 


几 项 : 

参数 项 具体 要 求 Remark 
Output Power z28dBm 

ACLR <-40dBc 

EVM <3% 

Harmonics -60dBc 


3.3 GSM 收发 器 件 


3.3.1 GSM balun 选 型 指导 


目前 SC7731E 平台 推荐 的 Gsm balun 器 件 为 : 


Manufactory Part Number Key parameters 


MURATA LFB21914MDZ2D326 Balun;914.5MHz/1897.5MHz;2.0x1.25mm 
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Gsm Balun 选 型 指标 主要 关注 如 下 几 项 : 


1897.5MHz+/-92.50MHz 


参数 项 具体 要 求 Remark 

Frequency range 914.50MHz+/-45.5MHz; 
1897.5MHz+/-92.50MHz 

IL 1.45dB 25+2°C 
@914.5MHz+/-45.5MHz 
<1.50dB @ 


3.4 WCDMA 收发 器 件 


3.4.1 WCDMA 双 工 器 选 型 指导 


目前 SC7731E 平台 推荐 的 主要 WCDMA 频段 双 工 器 器 件 为 : 


Manufactory Part Number Key parameters 

MURATA SAYEY1G95HAOF0A B1; SAW Duplexer; 1.8mmx1.4mm 
MURATA SAYEY1G88CAOBOA B2; SAW Duplexer; 1.8mmx1.4mm 
MURATA SAYEY836MCAOFO0A B5; SAW Duplexer; 1.8mmx1.4mm 
MURATA SAYEY897MHAOFO0A B8; SAW Duplexer; 1.8mmx1.4mm 


WCDMA SAW Duplexer 选 型 指标 主要 关注 如 下 几 项 : 


参数 项 具体 要 求 Remark 

Input Power z29dBm 

IL LB/MB: x2.1dB 25+2°C 
HB: <2.5dB 

Ripple Deviation <0.5dB @ any 5MHz 

Isolation of Tx to Rx z45dB @ any 5MHz -20~85°C 


3.6 RF Switch 器 件 


目前 SC7731E 平台 推荐 的 主要 RF Switch 器 件 为 : 


Manufactory 


Part Number 


Key parameters 


RDA 


RDASW29 


RF-SWITCH;SPDT;2.0X2.0mm 
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RF Switch 选 型 指标 主要 关注 如 下 几 项 : 


参数 项 具体 要 求 Remark 


Frequency range 0.5 GHz to 3.0 GHz 


3.7 WCN RF 器 件 


目前 SC7731E 平台 推荐 的 主要 WCN RF 器 件 为 : 


Manufactory Part Number Key parameters 

MURATA LFD181G57DPFC087 WIFI/GNSS Diplexer; 1.6x0.8mm 
MURATA SAFFB1G56KBOF0A GNSS SAW, 1.1x0.9mm 

RDA RDALN1609 GNSS LNA, 1.1x0.9mm 
MURATA LFB212G45CL1D172 BT/WIFI LPF, 2.0x1.25mm 


WIFI/GNSS Diplexer 选 型 指标 主要 关注 如 下 几 项 : 


参数 项 具体 要 求 Remark 
IL «x: 0.5dB @ 2.4GHz 25+2°C 
<0.35dB @ 1.5GHz 
Isolation 三 22dB @ WIFI in GPS band 
三 13dB @ GPS in WIFI band 


GNSS SAW 选 型 指标 主要 关注 如 下 几 项 : 


参数 项 具体 要 求 Remark 
Frequency range Support GPS/GLONASS/BEIDOU 
IL xt1.5dB 25+2°C 
Absolute Attenuation 三 35dB @ 699-960MHz 

z35dB @ 1710-3000MHz 
Group Delay <10ns 


GNSS LNA 选 型 指标 主要 关注 如 下 几 项 : 


参数 项 具体 要 求 Remark 
Noise figure x:0.8dB 

Stability factor 之 1.5 

Ton/Toff time <0.5us 
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BT/WIFI SAW 选 型 指标 主要 关注 如 下 几 项 : 


参数 项 具体 要 求 Remark 
IL 1.8dB 25+2°C 
Absolute Attenuation 三 40dB @ 824-1605MHz 25+2°C 

三 35dB @ 1710~1990MHz 

三 30dB @ 2170MHz 

三 18dB @ 3200MHz 


z35dB @4800~4967MHz 
过 36dB @5150~6000MHz 
z25dB @7200~7450.5MH 
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展讯 声明 
本 文件 所 合 数 据 和 信息 都 属于 展讯 机 密 及 展讯 财产 ， 展讯 保留 所 有 相关 权利 。 当 您 接受 这 份 文件 
时 ， 即 表示 您 同意 此 份 文 件 内 含 机 密 信息 ， 且 同意 在 未 获得 展讯 同意 前 ， 不 使 用 或 复制 、 整 个 或 部 分 
文件 。 展 讯 有 权 在 未 经 事先 通知 的 情况 下 ， 对 本 文件 做 任何 修改 。 展 讯 对 本 文件 所 含 数据 和 信息 不 做 


任何 保证 ， 在 任何 情况 下 ， 展 讯 均 不 负责 任何 与 文件 相关 的 直接 或 间接 的 、 任 何 伤害 或 损失 。 
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